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 (775)B InP基板上に自己形成される InGaAs/InAlAs量子細線を用いた面発光レーザで光

励起室温発振が報告されている。この面発光レーザを作製するには、デバイス全体での基

板への格子整合が必須であるとともに、高均一で高閉じ込めの InGaAs 量子細線が必要で

ある。前回まで格子整合近傍で InGaAs, InAlAs層のコラゲーションの均一性について調べ、

In組成を格子整合条件から若干 In組成の少ない側にすると均一なコラゲーションが得られ

ることを報告してきた。今回、均一な周期をもつ InAlAsコラゲーション表面上に、自己形

成型歪 In1-xGaxAs量子細線を成長し、歪 In1-xGaxAs量子細線表面コラゲーションの In組成

依存性について調べた。 

 まず、最初に、(775)B InP基板上に膜厚 200nmで周期の整った表面コラゲーションをも

つ InAlAs層を成長した。図 1 に成長した InAlAs 層の AFM 像を示す。この均一な表面コ

ラゲーションをもつ InAlAs層を成長するために、In組成を格子整合条件(x = 0.52)、もし

くは若干 In組成を格子整合条件より少なく(x = 0.49)した。この上に膜厚 3.6nmの InGaAs

層を成長温度595℃で成長した。InGaAs層の In組成はx = 0.65,0.70,0.75の3種類である。 

図 2に膜厚 3.6nmの InGaAs層の AFM像をしめす。In組成が x = 0.70のとき、平均周

期 24nmのコラゲーションが作製され、InAlAsのコラゲーション周期より短くなっている。

一方、Inの組成が x = 0.65のときは、InAlAsの周期と同程度の 35 nm、x = 0.75の場合の

平均周期は 29nmであった。高閉じ込めの InGaAs量子細線を作製するには、In組成が x = 

0.65がよいと思われる。 
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